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2005年に発見された単層グラファイト(グラフェン)は、ブリルアンゾーンの K点近傍において、

質量ゼロのディラック粒子のように直線的エネルギー分散を示すディラックコーンを形成する事

が実験的に示唆されている[1]。グラフェンが高移動度特性を有することから、近年、シリコンに

代わるトランジスタ等のナノデバイス応用に向けたバンドギャップの形成及び制御の研究が行わ

れている[2]。今回我々は、酸素原子吸着による単層グラフェンのバンドギャップ形成および制御

の可能性を明らかにする目的で、SiC 半導体基板上に作成した単層グラフェンに酸素原子吸着を

行い、その際の電子状態の変化を高分解能 ARPESを用いて観測した。 

	 図 1に、(a)酸素吸着前と、(b)540 L、(c)2000Lと吸着量を変化させた際のグラフェンのブリル

アンゾーン K点でのバンド分散を示す。酸素吸着前後で πバンドと π *バンドが明確に観測され

る一方、吸着量によるバンド分散の変化を観測した。吸着量の増加に伴い、π と π*バンド間のバ

ンドギャップ(2Δ)が増大するとともに、ディラック点(ED)がフェルミ準位に向かってシフトするホ

ールドープの振る舞いを観測した。 

	 講演では、酸素吸着量に依存したブリルアンゾーンの K点近傍におけるバンド分散とフェル

ミ面の変化と、その起源について議論する。 

 
図１ グラフェンの(a)酸素吸着前と、(b)540L、(c)2000L 吸着させた後のブリルアンゾーン K で

のエネルギーバンド分散 
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